
(19) 대한민국특허청(KR)

(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자   2014년01월08일

(11) 등록번호   10-1348742

(24) 등록일자   2013년12월31일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)

     H01L 23/12 (2006.01)
(21) 출원번호       10-2007-0011236

(22) 출원일자       2007년02월02일

     심사청구일자   2012년01월26일 

(65) 공개번호       10-2007-0080828

(43) 공개일자       2007년08월13일

(30) 우선권주장

JP-P-2006-00031271  2006년02월08일  일본(JP)

(56) 선행기술조사문헌

JP08274124 A*

JP2004186497 A*

JP2005203657 A*

*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

(73) 특허권자

소니 가부시키가이샤

일본국 도쿄도 미나토쿠 코난 1-7-1

(72) 발명자

스케가와 슌이치

일본국 141-0001 토쿄-토 시나가와-쿠 키타시나가
와 6-쵸메 7-35 소니 가부시키가이샤 내

시게나미 켄이치

일본국 141-0001 토쿄-토 시나가와-쿠 키타시나가
와 6-쵸메 7-35 소니 가부시키가이샤 내

쿠도 마모루

일본국 카나가와-켄 요코하마-시 호도가야-쿠 코
우도-쵸 134번지 소니 엘에스아이 디자인 가부시
키가이샤 내

(74) 대리인

김학수, 문경진

전체 청구항 수 : 총  2  항  심사관 :    이명진

(54) 발명의 명칭 반도체 장치

(57) 요 약

간단하고 또한 싼 값(安價)으로 제조를 할 수 있으며, 적은 소비 전력(電力)으로 통신할 수 있는 반도체 장치를

실현하는 것을 과제로 한다.

본 발명에서는, 실리콘 인터포저(silicon interposer)(101)의 표면(102)에 통신 칩(105)과 평판(平板)(121-1)을

형성한다.  실리콘 인터포저(201)에도 마찬가지로, 그 표면(202)에 통신 칩(205)과 평판(221-1)을 형성한다.  2

개의 실리콘 인터포저(101, 201)를, 이면(103, 203)이 대향하도록 해서 배치하고, 평판(121-1, 221-1)의 정전

유도(靜電誘導)에 의해, 통신 칩(105, 205) 사이에서 통신을 행한다. 

대 표 도 - 도8
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특허청구의 범위

청구항 1 

고저항의 소재(素材)로 이루어지는 판모양 부재(板狀部材)로서, 한쪽 면(面)에 회로가 형성된 제1 판모양 부재

와,

고저항의 소재로 이루어지는 판모양 부재로서, 한쪽 면에 회로가 형성된 제2 판모양 부재와,

상기 제1 판모양 부재의 상기 회로가 형성된 면에 배치된 통신용 안테나로서의 복수(複數)의 제1 평판과,

상기 제1 판모양 부재의 상기 회로가 형성된 면에 배치된, 상기 제1 평판을 거쳐서 통신하는 제1 통신부와,

상기 제2 판모양 부재의 상기 회로가 형성된 면에 배치된 통신용 안테나로서의 복수의 제2 평판과,

상기 제2 판모양 부재의 상기 회로가 형성된 면에 배치된, 상기 제2 평판을 거쳐서 통신하는 제2 통신부

에 의해 구성되는 복합 부재로서,

상기 제 1 판모양 부재와 상기 제 2 판모양 부재가, 각각의 상기 회로가 형성되어 있지 않은 쪽의 면이 대향하

도록 배치되어 구성되는 상기 복합 부재를 적어도 2조(組; pair) 구비하고,

상기 제 1 판모양 부재에는, 상기 제 1 통신부에 전력을 공급하기 위한 본딩 와이어가 설치되어 있고,

상기 2 조의 한쪽 조에서의 상기 제 1 판모양 부재와 다른쪽 조에서의 상기 제 2 판모양 부재가, 각각의 상기

회로가 형성되어 있는 쪽의 면이 대향하도록 배치되고,

한쪽 조에서의 상기 제1 판모양 부재와 다른쪽 조에서의 상기 제 2 판모양 부재가 대향하는 면 사이에는, 다른

쪽 조에서의 상기 제 2 통신부의 통신에 이용하는 범프가 설치되어 있고,

상기 범프는, 다른쪽 조에서의 상기 제 2 통신부에 전력도 공급하는

반도체 장치.

청구항 2 

삭제

청구항 3 

제1항에 있어서,

상기 제1 판모양 부재와 상기 제2 판모양 부재는, 실리콘 인터포저이고, 그 체적 저항(體積抵抗)은, 1㏀㎝ 이상

인

반도체 장치.

청구항 4 

삭제

명 세 서

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

        발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 반도체 장치에 관한 것으로서, 특히, 간단하고 또한 싼 값(安價)으로 제조할 수 있고, 적은 소비 전[0019]

력(電力)으로 통신할 수 있도록 한 반도체 장치에 관한 것이다. 

전자 기기(電子機器)의 보급에 따라서, 멀티 칩 모듈(MCM)을 적층(積層)한 멀티 칩 패키지, 혹은 시스템 인 패[0020]

키지(SIP)를 저코스트로 실현하는 적층 기술, 칩간 배선 기술 등이 제안되고 있다. 
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도 1에는,  종래의 멀티 칩 모듈의 구조의 예를 도시하고 있다.   이  멀티 칩 모듈에서는,  실리콘 인터포저[0021]

(silicon interposer)(1)와 실리콘 인터포저(21)가 조합(組合)되어 있다.  실리콘 인터포저(1)의 표면(2)에는,

칩(5)가 범프(4)를 거쳐서 장착(裝着; mount)되어 있다.  마찬가지로, 실리콘 인터포저(21)의 표면(22)에는, 칩

(25)이 범프(24)를 거쳐서 장착되어 있다.  또, 실리콘 인터포저(1)의 표면(2)과 이면(3) 사이에는 관통 홀(6)

이 형성되어 있고, 실리콘 인터포저(21)의 표면(22)과 이면(23) 사이에는 관통 홀(26)이 형성되어 있다.  그리

고, 관통 홀(6)과 관통 홀(26)은, 범프(7)를 거쳐서 상호(相互) 접속되어 있다.  실리콘 인터포저(1) 위(上)의

칩(5)과, 실리콘 인터포저(21) 위의 칩(25)과의 사이의 통신은, 실리콘 인터포저(1) 위에 형성된 패턴, 실리콘

인터포저(1)의 관통 홀(6), 범프(7), 실리콘 인터포저(21)의 관통 홀(26)과, 실리콘 인터포저(21) 위의 패턴을

거쳐서 행해진다. 

그렇지만, 관통 홀을 형성하려면 새로운 프로세스 개발이 필요하게 될 뿐만 아니라, 실리콘 인터포저의 이면에[0022]

전극 형성이 필요하게 되며, 또 미세(微細)한 관통 홀의 형성은 곤란하다는 등의 과제가 있다. 

그래서, 예를 들면 도 2의 (a)에 도시되는 바와 같이, 정전 용량 결합(靜電容量結合)을 이용하여 통신을 행하는[0023]

것이 알려져 있다(예를 들면, 비특허 문헌 1).  도 2의 (a)의 예에서는, 실리콘 인터포저(1)의 표면(2)(칩(5)이

장착되어 있는 면(面))에 전극(41)이 형성되고, 마찬가지로 인터포저(21)의 표면(22)(칩(25)이 장착되어 있는

면)에 전극(51)이 형성되고, 전극(41)과 전극(51)이 대향하도록 실리콘 인터포저(1)의 표면(2)과 실리콘 인터포

저(21)의 표면(22)이 배치되어 있다.  실리콘 인터포저(1)의 표면(2) 위의 칩(5)과 실리콘 인터포저(21)의 표면

(22) 위의 칩(25)은 각각, 전극(41)과 전극(51)의 정전 유도(靜電誘導)를 이용한 통신로(通信路)를 거쳐서 통신

을 행한다. 

[비특허 문헌 1] 「닛케이 일렉트로닉스」 2005년 10월 10일 발행, p. 92-99[0024]

        발명이 이루고자 하는 기술적 과제

그렇지만, 도 2의 (a)에 도시되는 바와 같이, 전극(41, 51)을 대향해서 배치하여 무선(無線) 통신을 행하는 것[0025]

이면, 예를 들면 도 2의 (b)에 도시되는 바와 같이, 실리콘 인터포저(1)의 표면(2)과 실리콘 인터포저(21)의 표

면(22)과의 사이에 범프(61)를 배치하고, 이 범프(61)를 거쳐서 통신을 행하도록 한 쪽이, 보다 싼 값으로 제조

가 용이하게 된다. 

본 발명은, 이와 같은 상황을 감안해서 이루어진 것이며, 간단하고 또한 싼 값으로 제조할 수 있으며, 적은 소[0026]

비 전력으로 통신할 수 있는 반도체 장치를 실현하는 것이다. 

    발명의 구성 및 작용

본 발명의 측면은, 고저항의 소재(素材)로 이루어지는 판모양 부재(板狀部材)로서, 한쪽 면에 회로가 형성된 제[0027]

1 판모양 부재와, 고저항의 소재로 이루어지는 판모양 부재로서, 한쪽 면에 회로가 형성된 제2 판모양 부재와,

상기 제1 판모양 부재의 상기 회로가 형성된 면에 배치된 통신용 안테나로서의 복수(複數)의 제1 평판(平板)과,

상기 제1 판모양 부재의 상기 회로가 형성된 면에 배치된, 상기 제1 평판을 거쳐서 통신하는 제1 통신부와, 상

기 제2 판모양 부재의 상기 회로가 형성된 면에 배치된 통신용 안테나로서의 복수의 제2 평판과, 상기 제2 판모

양 부재의 상기 회로가 형성된 면에 배치된, 상기 제2 평판을 거쳐서 통신하는 제2 통신부를 구비하고, 상기 제

1 판모양 부재와 상기 제2 판모양 부재가, 각각의 상기 회로가 형성되어 있지 않은 쪽의 면이 대향하도록 배치

된 반도체 장치이다. 

상기 제1 판모양 부재는, 전력의 공급을 받는 본딩 와이어를 가지고, 상기 제2 판모양 부재는, 전력의 공급을[0028]

받는 범프를 가질 수가 있다. 

상기 제1 판모양 부재와 상기 제2 판모양 부재는, 실리콘 인터포저이며, 그 체적 저항(體積抵抗)은, 1㏀㎝ 이상[0029]

으로 할 수가 있다. 

상기 제1 판모양 부재와 상기 제2 판모양 부재로 이루어지는 조합을 적어도 2조(組; pair) 구비하고, 한쪽 조의[0030]

상기 제1 판모양 부재와 상기 제2 판모양 부재 중의 한쪽의 상기 회로가 형성된 면과, 다른쪽 조의 상기 제1 판

모양 부재와 상기 제2 판모양 부재 중의 한쪽의 상기 회로가 형성된 면은, 상호 대향하도록 배치되고, 양자(兩
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者) 사이에는 통신용 범프와 전력 공급용 범프를 설치(設; provide)할 수가 있다. 

본 발명의 측면에 있어서는, 회로가 형성된 면에 통신용 안테나로서의 복수의 제1 평판이 배치된 제1 판모양 부[0031]

재와, 회로가 형성된 면에 통신용 안테나로서의 복수의 제2 평판이 배치된 제2 판모양 부재가, 각각의 회로가

형성되어 있지 않은 쪽의 면이 대향하도록 배치된다.  제1 판모양 부재와 제2 판모양 부재가 사이에 개재(介在;

interpose)된 상태의 제1 평판과 제2 평판에 의한 정전 유도를 이용해서, 제1 판모양 부재의 제1 통신부와 제2

판모양 부재의 제2 통신부와의 사이에서 통신이 행해진다. 

[발명을 실시하기 위한 최량의 형태][0032]

이하에 본 발명의 실시형태를 설명하겠지만, 본 발명의 구성 요건과 명세서 또는 도면에 기재된 실시형태와의[0033]

대응 관계를 예시하면, 다음과 같이 된다.  이 기재는, 본 발명을 서포트하는 실시형태가, 명세서 또는 도면에

기재되어 있는 것을 확인하기 위한 것이다.  따라서, 명세서 또는 도면 중(中)에는 기재되어 있지만, 본 발명의

구성 요건에 대응하는 실시형태로서 여기에는 기재되어 있지 않은 실시형태가 있었다고 해도, 그것은, 그 실시

형태가, 그 구성 요건에 대응하는 것이 아닌 것을 의미하는 것은 아니다.  역(逆)으로, 실시형태가 구성 요건에

대응하는 것으로서 여기에 기재되어 있었다고 해도, 그것은, 그 실시형태가, 그 구성 요건 이외의 구성 요건에

는 대응하지 않는 것인 것을 의미하는 것도 아니다. 

본 발명의 측면은, 고저항의 소재로 이루어지는 판모양 부재로서, 한쪽 면에 회로(예를 들면, 도 4의 칩(106,[0034]

107))가 형성된 제1 판모양 부재(예를 들면, 도 4의 실리콘 인터포저(101))와, 고저항의 소재로 이루어지는 판

모양 부재로서, 한쪽 면에 회로(예를 들면, 도 4의 칩(206, 207))가 형성된 제2 판모양 부재(예를 들면, 도 4의

실리콘 인터포저(201))와, 상기 제1 판모양 부재의 상기 회로가 형성된 면(예를 들면, 도 4의 표면(102))에 배

치된 통신용 안테나로서의 복수의 제1 평판(예를 들면, 도 8의 평판(121-1))과, 상기 제1 판모양 부재의 상기

회로가 형성된 면에 배치된, 상기 제1 평판을 거쳐서 통신하는 제1 통신부(예를 들면, 도 10의 송신부(1001-1-

1))와, 상기 제2 판모양 부재의 상기 회로가 형성된 면에 배치된 통신용 안테나로서의 복수의 제2 평판(예를 들

면, 도 8의 평판(221-1))과, 상기 제2 판모양 부재의 상기 회로가 형성된 면에 배치된, 상기 제2 평판을 거쳐서

통신하는 제2 통신부(예를 들면, 도 10의 수신부(2002-1-1))를 구비하고, 상기 제1 판모양 부재와 상기 제2 판

모양 부재가, 각각의 상기 회로가 형성되어 있지 않은 쪽의 면(예를 들면, 도 4의 이면(103, 203))이 대향하도

록 배치된 반도체 장치이다. 

상기 제1 판모양 부재는, 전력의 공급을 받는 본딩 와이어(예를 들면, 도 4의 본딩 와이어(504))를 가지고, 상[0035]

기 제2 판모양 부재는, 전력의 공급을 받는 범프(예를 들면, 도 4의 범프(505))를 가질 수가 있다. 

상기 제1 판모양 부재와 상기 제2 판모양 부재로 이루어지는 조합을 적어도 2조(예를 들면, 도 4의 실리콘 인터[0036]

포저(101, 201)의 조와, 실리콘 인터포저 (301, 401)의 조) 구비하고, 한쪽 조(예를 들면, 도 4의 실리콘 인터

포저(101, 201)의 조)의 상기 제1 판모양 부재와 상기 제2 판모양 부재 중의 한쪽의 상기 회로가 형성된 면(예

를 들면, 도 4의 실리콘 인터포저(201)의 표면(202))과, 다른쪽 조(예를 들면, 도 4의 실리콘 인터포저(301,

401)의 조)의 상기 제1 판모양 부재와 상기 제2 판모양 부재 중의 한쪽의 상기 회로가 형성된 면(예를 들면, 도

4의 실리콘 인터포저(301)의 표면(302))은, 상호 대향하도록 배치되고, 양자 사이에는 통신용 범프와 전력 공급

용 범프(예를 들면, 도 4의 범프(505))를 설치할 수가 있다. 

이하, 도면을 참조하여 본 발명의 실시형태에 대해서 설명한다. [0037]

도 3에는, 본 발명이 적용되는 멀티 칩 모듈에 실장(組入; incorporate)되는 고저항의 소재로 이루어지는 판모[0038]

양 부재로서의 실리콘 인터포저의 구성을 도시하고 있다.  실리콘 인터포저(101)에는, 그 표면(102)에 복수의

범프(104)를 거쳐서 통신 칩(105)이 배치되어 있음과 동시에, 칩(106, 107)이 배치되어 있다.  통신 칩(105)은,

그의 상세(詳細)는 도 6 내지 도 8을 참조하여 후술하겠지만, 다른(他) 실리콘 인터포저와의 사이에서의 통신을

행한다.  칩(106, 107)은, 예를 들면 CPU(Central Processing Unit), 혹은 메모리 등에 의해 구성되고, 각각

미리 정해진 소정(所定)의 기능에 관한 처리를 실행한다. 실리콘 인터포저(101)의 표면(102)에는, 도시(圖示)는

하지 않지만, 배선 패턴이 형성되어 있다.  이것에 대해서, 표면(102)의 반대측의 이면(103)에는, 칩은 배치되

어 있지 않다. 

실리콘 인터포저(201)도 마찬가지로, 표면(202)에 통신 칩(205), 칩(206, 207)이 복수의 범프(204)를 거쳐서 장[0039]

착되어 있다.  실리콘 인터포저(201)의 이면(203)에는 칩은 장착되어 있지 않다. 
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실리콘 인터포저(301)의 표면(302)에는, 통신 칩(305), 칩(306, 307)이 복수의 범프(304)를 거쳐서 배치되어 있[0040]

다. 실리콘 인터포저(301)의 이면(303)에는 칩은 배치되어 있지 않다. 

마찬가지로, 실리콘 인터포저(401)의 표면(402)에는, 통신 칩(405), 칩(406, 407)이 복수의 범프(404)를 거쳐서[0041]

장착되어 있다.  실리콘 인터포저(401)의 이면(403)에는 칩은 장착되어 있지 않다. 

칩(206,  207,  306,  307,  406,  407)도  칩(106,  107)과  마찬가지로,  통신  이외의  소정의  기능을  실행하는[0042]

칩이다. 

도 4에는, 실리콘 인터포저(101 내지 401)를 조합해서 제조한 멀티 칩 모듈의 구성을 도시하고 있다.  이 멀티[0043]

칩 모듈(501)에서는, 실리콘 인터포저(101)와 실리콘 인터포저(201)가 조로 되고, 실리콘 인터포저(301)와 실리

콘 인터포저(401)가 조로 되어 있다. 

즉, 실리콘 인터포저(101)와 실리콘 인터포저(201)는, 각각 통신 칩(105)과 통신 칩(205)의 안테나로서의 평판[0044]

(도 6을 참조하여 후술한다)이, 각각 대향하도록, 또한, 각각의 이면(103)과 이면(203)이 대향하도록 배치된다.

마찬가지로, 이 실리콘 인터포저(301)와 실리콘 인터포저(401)는, 각각의 이면(303)과 이면(403)이 대향하도록,

또한, 통신 칩(305)의 평판과 통신 칩(405)의 평판이, 각각 대향하도록 배치된다. 

기판(502)의 표면(503)에는 배선 패턴이 형성되어 있음과 동시에, 필요에 따라서 각종 칩도 장착되어 있다(모두[0045]

도시하지 않음).  또, 표면(503)은, 본딩 와이어(506)를 거쳐서 실리콘 인터포저(301)의 표면(302)에 접속되어

있다.  실리콘 인터포저(101)의 표면(102)도, 본딩 와이어(504)를 거쳐서 기판(502)의 표면(503)과 접속되어 있

다.   실리콘  인터포저(401)의  표면(402)은,  복수의  범프(404)를  거쳐서  기판(502)의  표면(503)에  접속되어

있다.  또, 실리콘 인터포저(301)의 표면(302)과 실리콘 인터포저(201)의 표면(202)은, 복수의 범프(505)에 의

해 접속되어 있다. 

이와 같이 구성함으로써, 기판(502)의 표면(503)에 형성되어 있는 배선 패턴으로부터, 범프(404) 중의 소정의[0046]

것을 거쳐서 실리콘 인터포저(401)의 표면(402) 위에 배치되어 있는 통신 칩(405), 칩(406, 407)에 필요한 전력

이 공급된다.  또 마찬가지로, 소정의 다른 범프(404)를 거쳐서, 기판(502)의 표면(503)에 형성된 소정의 배선

패턴과 실리콘 인터포저(401) 위의 통신 칩(405), 칩(406, 407)과의 사이에서 신호의 수수(授受; exchange)가

행해진다. 

실리콘 인터포저(301) 위의 통신 칩(305), 칩(306, 307)에는, 기판(502)의 표면(503)의 배선 패턴으로부터 본딩[0047]

와이어(506)를 거쳐서 필요한 전력이 공급된다.  실리콘 인터포저(301) 위의 칩(306, 307)은, 통신 칩(305)과

통신 칩(405)을 거쳐서, 실리콘 인터포저(401) 위의 칩(406, 407)과 통신한다. 

실리콘 인터포저(201) 위의 통신 칩(205), 칩(206, 207)에는, 기판(500) 표면(503)의 배선 패턴으로부터 본딩[0048]

와이어(506), 실리콘 인터포저(301) 위의 배선 패턴, 소정의 범프(505), 실리콘 인터포저(201)의 표면(202)의

배선 패턴, 소정의 범프(204)를 거쳐서 전력이 공급된다.  칩(206, 207)은, 소정의 범프(204), 실리콘 인터포저

(201) 위의 배선 패턴, 소정의 범프(505), 실리콘 인터포저(301) 위의 배선 패턴, 소정의 범프(304)를 거쳐서

실리콘 인터포저(301) 위의 칩(306, 307)과 통신한다. 

실리콘 인터포저(101)의 통신 칩(105), 칩(106, 107)에는, 기판(502)의 표면(503) 위의 배선 패턴으로부터 본딩[0049]

와이어(504), 실리콘 인터포저(101) 위의 배선 패턴, 소정의 범프(104)를 거쳐서 필요한 전력이 공급된다.  칩

(106, 107)과 칩(206, 207)과의 사이의 통신은, 통신 칩(105, 205)을 거쳐서 행해진다. 

직접 인접(隣接)해 있지 않은 실리콘 인터포저 사이의 통신은, 직접 인접하는 실리콘 인터포저 사이의 통신을[0050]

순차(順次) 거침으로써 행해진다.  예를 들면, 칩(106, 107)과 칩(306, 307)과의 사이의 통신은, 통신 칩(105),

통신 칩(205), 범프(505)를 거쳐서 행해진다.  또, 칩(106, 107)과 칩(406, 407)과의 사이의 통신은, 통신 칩

(105), 통신 칩(205), 범프(505), 통신 칩(305), 통신 칩(405)을 거쳐서 행해진다.  칩(106, 107)과 기판(50

2)의 표면(503) 위의 도시되지 않은 칩과의 통신은, 통신 칩(105), 통신 칩(205), 범프(505), 통신 칩(305),

통신 칩(405), 범프(404)를 거쳐서 행해진다. 

도 5에는, 실리콘 인터포저(101)와 실리콘 인터포저(201)의 평면적 구성을 도시하고 있다.  실리콘 인터포저[0051]

(101)는, 도 5의 (a)에 도시되는 바와 같이, 칩(106)의 왼쪽 위(左上)에 칩(108)이 배치되고, 칩(106)의 왼쪽

아래(左下) 측에 칩(107)이 배치되어 있다.  칩(106)의 우측의 영역 Q에는 통신 영역(111)이 형성되어 있다.

이 통신 영역(111)에는, 또 통신 칩(105-1 내지 105-4)이 배치되어 있다. 

마찬가지로, 도 5의 (b)에 도시되는 바와 같이, 실리콘 인터포저(201) 위에서는, 칩(206)의 왼쪽 아래 측에 칩[0052]

등록특허 10-1348742

- 5 -



(207)이 배치되고, 왼쪽 위 측에 칩(208)이 배치되어 있다.  칩(206)의 우측의 영역 Q에는 통신 영역(211)이 형

성되어 있고, 통신 영역(211)에는, 또 통신 칩(205-1 내지 205-4)이 배치되어 있다. 

도시는 생략하지만, 실리콘 인터포저 (301, 401)도 마찬가지로 구성되어 있다. [0053]

도 6에는, 통신 칩(105-1 내지 105-4)의 평면적 구성을 확대해서 도시하고 있다.  통신 칩(105-1)에는, 그의 상[0054]

측에 알루미늄 등의 금속으로 구성되는 안테나로서의 평판(121-1-1, 122-1-1)이 형성되어 있다.  평판(121-1-1,

122-1-1)은,  조로 되어 송신 또는 수신의 통신이 행해진다.  마찬가지로, 통신 칩(105-1)은,  평판(121-1-1,

122-1-1)의 왼쪽에서 오른쪽으로 순번대로, 또 평판(121-1-2, 122-1-2 내지 121-1-8, 122-1-8)을 가지고 있다.

또는  마찬가지로,  하측에는  왼쪽에서  오른쪽으로  순번대로,  평판(121-1-9,  122-1-9  내지  121-1-16,  122-1-

16)을 가지고 있다(번호의 도시는 일부 생략되어 있다). 

마찬가지로, 통신 칩(105-2)은 평판(121-2-1,1 22-2-1 내지 121-2-16, 122-2-16)을 가지고, 통신 칩(105-3)은,[0055]

평판(121-3-1, 122-3-1 내지 121-3-16, 122-3-16)을 가지고, 통신 칩(105-4)은, 평판(121-4-1, 122-4-1 내지

121-4-16,1 22-4-16)을 가지고 있다. 

도 7에는, 통신 칩(105-1)의 단면 구성을 확대해서 도시하고 있다.  같은 도면(同圖)에 도시되는 바와 같이, 통[0056]

신 칩(105-1)의 도면중 우측과 좌측에는, 범프(104)를 거쳐서 평판(121-1, 121-9)이 배치되어 있다.  또, 통신

칩(105-1)은, 범프(104)를 거쳐서 실리콘 인터포저(101) 위의 패드(131)와 접속되어 있다.  이 패드(131)는 또,

도시하지 않은 배선 패턴과 접속되어 있다. 

실리콘 인터포저(101)의 평판(121-1)((121-1-1내지121-1-16))과, 실리콘 인터포저(201)의 평판(221-1)((221-1-[0057]

1내지221-1-16))은, 도 8에 도시되는 바와 같이, 대응하는 것이 대향하도록 배치된다.  그 결과, 대향해서 배치

되는 평판(121-1)과 평판(221-1) 사이에, 고저항의 재료로 구성되는 실리콘 인터포저(101, 201)가 개재하게 된

다.  실리콘 인터포저(101, 201)는, 고저항 실리콘 기판이기 때문에 유전율(誘電率)이 높고, 평판(121-1, 221-

1)으로 구성되는 콘덴서의 용량이, 도 2의 (a)에 도시되는 바와 같이 전극(41, 51)을 단순히 공기를 거쳐서 대

향 배치하는 경우에 비해서, 지극히 큰 값으로 할 수가 있다.  그 결과, 평판(121-1, 221-1)의 면적을 작게 했

다고 해도, 충분히 큰 정전 결합을 실현하는 것이 가능하게 된다. 

실리콘 인터포저(101 내지 401)의 체적 저항율은, 구체적으로는, 1㏀㎝ 이상의 값으로 된다.  체적 저항율은,[0058]

예를 들면 도 9에 도시되는 바와 같이, 폭(幅)W, 두께(厚) t, 길이(長) L의 물질 중에 전류 I를 흐르게 했을

때,  거리  L의  양단(兩端)에  발생하는 전위차(電位差)  V를  측정하는 것에 의해,  다음 식으로부터 구할 수가

있다. 

체적 저항율=(V/I)×(W/L)×t　　　　　…(1)[0059]

고저항의 실리콘 인터포저는,  실리콘은 본래(本來)  비도전(非導電)  부재이기 때문에 불순물을 실리콘에 도프[0060]

(doping)하지 않음으로써 실현할 수가 있다. 

통신 칩(105, 205, 305, 405)은 각각, 각 평판에 대응해서 송신부 또는 수신부의 적어도 한쪽으로 이루어지는[0061]

통신부를 가지고 있다.  즉, 송신용 평판에 대해서는 송신부가, 수신용 평판에 대해서는 수신부가, 각각 설치되

어 있다.  대응하는 평판이 송신과 수신의 양쪽(良方)을 행하는 경우에는, 송신부와 수신부의 양쪽이 설치되어

있다.  통신 칩(105)과 통신 칩(205)은, 각각 송신용 평판에 대해서 수신용 평판이 대향하도록 배치된다.  예를

들면, 송신용 평판(121-1-1, 122-1-1)에 대해서 수신용 평판(221-1-1, 222-1-1)이 대향하도록 배치된 경우, 송

신용 평판(121-1-1, 122-1-1)에 대응하는 송신부(1001-1-1)와, 수신용 평판(221-1-1, 222-1-1)에 대응하는 수

신부(2002-1-1)가, 도 10에 도시되는 바와 같이 접속된다. 

송신부(1001-1-1)는, 인버터(1011 내지 1014)에 의해 구성되어 있다. 단자 IN으로부터 입력된 신호는, 인버터[0062]

(1011, 1012, 1013)를 거쳐서 단자 N1로부터 평판(121-1-1)에 공급됨과 동시에, 인버터(1011, 1014)를 거쳐서

단자 N2로부터 평판(122-1-1)에 공급된다. 

수신부(2002-1-1)의 입력 단자 N3, N4에는, 평판(221-1-1, 222-1-1)이 각각 접속되어 있다.  입력 단자 N3, N4[0063]

는, 증폭기(增幅器; amplifier)(2013)의 입력 단자에 접속되어 있다.  입력 단자 N3과 N4 사이에는, 저항(2011,

2012)이 접속되어 있다.  저항(2011)과 저항(2012) 사이에는, 기준 전압 VREF가 공급되고 있다.  증폭기(2013)

의 출력은, 히스테리시스 콤퍼레이터(Hysteresis Comparator)(2014)의 비반전(非反轉) 입력 단자와, 히스테리시

스 콤퍼레이터(2016)의 반전(反轉) 입력 단자에 공급되고 있다.  콤퍼레이터(2014)의 반전 입력 단자에는, 기준

전압 VR1이 공급되고, 콤퍼레이터(2016)의 비반전 입력 단자에는 기준 전압 VR2가 공급되고 있다. 
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콤퍼레이터(2014)의 출력(노드 N5)은, 인버터(2015)를 거쳐서, NAND 회로(2019)와 함께 크로스 래치 회로를 구[0064]

성하는 NAND 회로(2018)의 한쪽의 입력에 접속되어 있다.  콤퍼레이터(2016)의 출력(노드 N6)은, 인버터(2017)

를 거쳐서 NAND 회로(2019)의 한쪽의 입력에 접속되어 있다.   NAND 회로(2018)의 출력은 NAND 회로(2019)의

다른쪽의 입력에 접속되고, NAND 회로(2019)의 출력은 NAND 회로(2018)의 다른쪽의 입력에 접속되어 있다. 

송신부(1001-1-1)의 단자 IN에 신호(도 11 A)가 입력되면, 단자 N1(평판(121-1-1))에는, 인버터(1011, 1012,[0065]

1013)를 거쳐서, 단자 N2(평판(122-1-1))에는, 인버터(1011, 1014)를 거쳐서, 각각 역위상(逆位相)의 전압(도

11의 (b)의 파선(破線)으로 나타내어지는 전압과 실선(實線)으로 나타내어지는 전압)이 발생한다. 정전 유도에

의해 수신측의 평판(221-1-1, 222-1-1)(입력 단자 N3, N4)에는, 역위상의 전압이 발생한다(도 11의 (c)의 파선

으로 나타내어지는 전압과 실선으로 나타내어지는 전압).  증폭기(2013)는, 이 정전 유도에 의해 공급된 신호를

증폭하고, 노드 VA에 출력한다(도 11의 (d)). 

콤퍼레이터(2014)는, 증폭기(2013)로부터 입력된 신호의 레벨을 기준 전압 VR1과 비교하고, 기준 전압 VR1보다[0066]

큰 경우에는, 노드 N5에 정(正)의 펄스를 출력한다(도 11의 (e)).  마찬가지로, 콤퍼레이터(2016)는, 증폭기

(2013)로부터 출력된 신호의 레벨을 기준 전압 VR2와 비교하고, 기준 전압 VR2보다 작은 경우에는, 노드 N6에

정(正)의 펄스를 출력한다(도 11의 (f).  노드 N5, N6의 출력이 각각 인버터(2015, 2017)에 의해 반전되고, 부

(負)의 펄스가 입력될 때마다 출력을 반전하는 크로스 래치 회로에 의해 래치되고, 출력된다(도 11의 (g)). 

이상에서는, 2조의 평판에서 신호를 수수하도록 했지만, 충분한 레벨의 신호가 얻어지는 경우에는, 도 12에 도[0067]

시되는 바와 같이, 1조의 평판(121-1-1, 122-1-1)에서 신호를 수수할 수도 있다. 이 경우, 송신부(1001-1-1)는,

인버터(1031, 1032)로 구성되고, 단자 IN에 입력된 신호가, 인버터(1031, 1032)를 거쳐서 단자 N1에 접속되어

있는 평판(121-1-1)에 공급된다. 

수신부(2002-1-1)는, 인버터(2031, 2032, 2033)에 의해 구성되고, 단자 N2에 접속되어 있는 평판(221-1-1)으로[0068]

부터의 신호는, 인버터(2031, 2032)를 거쳐서 단자 OUT로부터 출력된다.   또, 인버터(2031)의 출력은, 인버터

(2032)를 거쳐서 인버터(2031)의 입력에 귀환(歸還)된다. 

송신부(1001-1-1)의  단자  IN에  신호(도  13의  (a))가  입력되면,  단자  N1(평판(121-1-1))에는,  인버터(1031,[0069]

1032)를 거쳐서 전압(도 13의 (b))이 발생한다.  정전 유도에 의해 수신측의 평판(221-1-1)(입력 단자 N2)에도

전압이 발생한다(도 13의 (c)).  단자 N2의 전압이, 인버터(2031)의 임계값(threshold value) Vth보다 커지면,

인버터(2031)의 출력이 반전하고, 인버터(2032)의 출력도 반전해서, 인버터(2031)의 입력의 변화를 가속(加速)

한다.  인버터(2031)의 출력은 또, 인버터(2033)에 의해 반전되고, 단자 OUT로부터 출력된다(도 13의 (d)). 

이상에서는, 실리콘 인터포저(101 내지 401) 위에 통신 칩(105 내지 405), 칩(106 내지 406, 107 내지 407)을[0070]

각각 탑재(搭載; mount)함으로써, 대응하는 회로를 형성하도록 했지만, 각 실리콘 인터포저(101 내지 401) 위에

직접 실장함으로써 대응하는 회로를 형성하도록 해도 좋다. 

도 14에 도시되는 실시형태에서는, 실리콘 인터포저(101) 위에 통신 회로(151-1 내지 151-4)가 직접 실장함으로[0071]

써 형성되어 있다.  마찬가지로, 실리콘 인터포저(201) 위에서도 통신 회로(251-1 내지 251-4)가 직접 실장함으

로써 형성되어 있다. 

이 경우, 실리콘 인터포저(101)와 실리콘 인터포저(201)를 조합하면, 도 15에 도시되는 바와 같이 된다.  이 경[0072]

우에  있어서는,  실리콘  인터포저(101)의  표면(102)  위에  통신  회로(151-1  내지  151-4)에  대응하는

CMOS(Complementary Mental-Oxide Semiconductor) 회로(161)가 형성되어 있다.  다만, 이 경우에 있어서도, 평

판(121-1)은, 도 8에서의 경우와 마찬가지로 형성되어 있다. 

또, 실리콘 인터포저(201) 위의 표면(202)에도 통신 회로(251-1 내지 251-4)에 대응하는 CMOS 회로(261)가 형성[0073]

되어 있다.  이 경우에 있어서도, 평판(221-1)은, 도 8에서의 경우와 마찬가지로, 실리콘 인터포저(201)의 표면

(202) 위에 형성되어 있다. 

따라서, 이 경우에 있어서도, 도 8에서의 경우와 마찬가지로 통신 처리를 행하는 것이 가능하게 된다. [0074]

도 16에는, 실리콘 인터포저의 통신 영역(111)의 내부의 단면(斷面) 구성의 예를 도시하고 있다(도 14나 도 15[0075]

에 도시되는 실시형태에서의 CMOS 구조는 도시하지 않는다).  P형 실리콘 벌크(silicon bulk)(1511) 위에는, 필

드 산화막(1512)이 형성되어 있다.  필드 산화막(1512) 위에는, 폴리사이드(1513)와, 폴리사이드(1513)로부터

소정의 간격을 두고 떨어져서 폴리사이드(1514)가 형성되어 있다.  폴리사이드(1513, 1514) 사이의 용량은 전원

(電源)의 안정화에 이용된다.  폴리사이드(1513)는, 컨택트(1515)에 의해 금속층(1516)에 접속되어 있다. 
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금속층(1516)과, 그 위에 산화막(1518)을 거쳐서 형성되어 있는 금속층(1519)은, 비어(via; 관통구멍)(1517)에[0076]

의해 접속되어 있다.  금속층(1519)과 그 위에 산화막(1520)을 거쳐서 형성되어 있는 금속층(1521)과는, 비어

(1522)로 접속되어 있다.  금속층(1521) 위에는 산화막(1523)이 형성되고, 또 그 위에는, 보호막(1524)이 형성

되어 있다.  보호막(1524)과 산화막(1523)에는, PAD 개구(開口)(1525)가 형성되어 있다. 

이상에서는, 본 발명을 멀티 칩 모듈에 적용한 경우를 예로서 설명했지만, 본 발명은 그 밖의 반도체 장치에 적[0077]

용하는 것도 가능하다. 

또한, 본 발명의 실시형태는, 상술한 실시형태에 한정되는 것은 아니며, 본 발명의 요지(要旨)를 일탈(逸脫)하[0078]

지 않는 범위에서 여러 가지 변경이 가능하다. 

    발명의 효과

이상과 같이, 본 발명의 측면에 따르면, 반도체 장치를 실현할 수가 있다.  특히, 간단하고 또한 싼 값으로 제[0079]

조할 수 있고, 적은 소비 전력으로 통신할 수 있는 반도체 장치를 실현할 수가 있다. 

도면의 간단한 설명

도 1은 종래의 멀티 칩 모듈의 구성을 도시하는 단면도,[0001]

도 2는 종래의 실리콘 인터포저 사이의 통신을 설명하는 도면,[0002]

도 3은 본 발명을 적용한 멀티 칩 모듈에 적용하는 실리콘 인터포저의 구성을 설명하는 측단면도,[0003]

도 4는 본 발명을 적용한 멀티 칩 모듈의 단면의 구성을 도시하는 측단면도,[0004]

도 5는 실리콘 인터포저의 평면의 구성을 도시하는 평면도,[0005]

도 6은 통신 칩의 구성을 도시하는 평면도,[0006]

도 7은 통신 칩 부근의 구성을 도시하는 측단면도,[0007]

도 8은 실리콘 인터포저를 조합한 상태의 구성을 도시하는 측단면도,[0008]

도 9는 체적 저항율을 설명하는 도면,[0009]

도 10은 통신부의 구성을 도시하는 회로도,[0010]

도 11은 도 10의 회로도의 동작을 설명하는 타이밍차트,[0011]

도 12는 다른 통신부의 구성을 도시하는 회로도,[0012]

도 13은 도 12의 통신부의 동작을 설명하는 타이밍차트,[0013]

도 14는 실리콘 인터포저의 평면의 구성을 도시하는 평면도,[0014]

도 15는 실리콘 인터포저를 조합한 상태를 설명하는 측단면도,[0015]

도 16은 실리콘 인터포저의 내부 구성을 도시하는 측단면도.[0016]

[부호의 설명][0017]

101:　실리콘  인터포저,　102:　표면,　103:　이면,　104:　범프,　105:  통신  칩,　106,  107,  108:　칩,　20[0018]

1:　실리콘 인터포저,　202:　표면,　203: 이면,　204:　범프,　205:　통신 칩,　206, 207, 208:　칩,　301:　

실리콘 인터포저,　302:　표면,　303:　이면,　304:　범프,　305:　통신 칩,　306, 307:　칩,　401:　실리콘 인

터포저,　402:　표면,　403: 이면,　404:　범프,　405:　통신 칩,　406, 407:　칩.

등록특허 10-1348742

- 8 -



도면

    도면1

    도면2

    도면3

등록특허 10-1348742

- 9 -



    도면4

    도면5

등록특허 10-1348742

- 10 -



    도면6

    도면7

    도면8

등록특허 10-1348742

- 11 -



    도면9

    도면10

    도면11

등록특허 10-1348742

- 12 -



    도면12

    도면13

    도면14

등록특허 10-1348742

- 13 -



    도면15

    도면16

등록특허 10-1348742

- 14 -


	문서
	서지사항
	요 약
	대 표 도
	특허청구의 범위
	명 세 서
	발명의 상세한 설명
	발명의 목적
	발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술
	발명이 이루고자 하는 기술적 과제

	발명의 구성
	발명의 효과

	도면의 간단한 설명

	도면
	도면1
	도면2
	도면3
	도면4
	도면5
	도면6
	도면7
	도면8
	도면9
	도면10
	도면11
	도면12
	도면13
	도면14
	도면15
	도면16




문서
서지사항 1
요 약 1
대 표 도 1
특허청구의 범위 2
명 세 서 2
 발명의 상세한 설명 2
  발명의 목적 2
   발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술 2
   발명이 이루고자 하는 기술적 과제 3
  발명의 구성 3
  발명의 효과 8
 도면의 간단한 설명 8
도면 8
 도면1 9
 도면2 9
 도면3 9
 도면4 10
 도면5 10
 도면6 11
 도면7 11
 도면8 11
 도면9 12
 도면10 12
 도면11 12
 도면12 13
 도면13 13
 도면14 13
 도면15 14
 도면16 14
